UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Tranzystory typu BDP 279,
BDP 281, BDP 283, BDP 285

BN-87
3375-32/23

Grupa katalogowa 1923

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa krzemowe 2

epitaksjalng baza tranzystory mocy matej czestotliwosci
n-p-n typu BDP 279, BDP 281, BDP 283, BDP 285 w obu-
dowie plastykowej CE 30( TO-220AB) .do zastosowahh W
sprzecie powszechnego uzytku oraz w urzadzeniach, w Kto-
rych wymaga sie zastosoWania elementow o wysokiej i bar-
dzo wysokiej jako$ci zgodnie z okresleniami  wg PN-'?B/
T-01515,

Tranzystory przeznaczone sa do pracy w uktadach prze-
taczajacych mocy, w szeregowych i réwnolegtych regula-
torach, we wzmacniaczach m, cz, mocy i w stopniach ste-
rujacych i kofAicowych wzmacniaczy.

Tranzystory typu BDP 279, BDP 281, BDP 283, BDP 285
sa komplementarne odpowiednio do tranzystoréw BDP 280,
BDP 282, BDP 284, BDP 286,

Kategoria klimatyczna dla tranzystorow:

- standardowe] jakoéci (poziom jakodci 1) - 40/100/10,

- wysokie] jakosci {(poziom jakoéci 111) - 40/100/21,

- bardzo wysokiej jakoéci (poziom jakoéci 1V) - 40/100/56,

2, Przykiad oznaczenia tranzystoréw;

a) standardowej jakoéci:
TRANZYSTOR BDP 285 BN-87/3375-32/23
b) wysokiej jakodci;
TRANZYSTOR BDP 285/3 BN-87/3375-32/23
c) bardzo wysokiej jakoéci:

TRANZYSTOR BDP 285/4 BN-87/3375-32/23

3, Cechowanie tranzystordéw powinno zawierac¢ nastepu-
jace dane;

a) nazwe producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu,

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystordw wysokie]
i bardzo wysokiej jakosci,

Tranzystory wysokiej jakosci powinny byé znakowane
cyfra 3, a tranzystory o bardzo wysokiej jakosci cyfra 4
umieszczona po oznaczeniu typu,

4, Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora — wg

rys., 11 tabl. 1,

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - CE 30,
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Rys. 1. Obudowa CE 30

Zgtoszona przez Fabryke Potprzewodnikow TEWA
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Potprzewodnikow dnia 15 kwietnia 1987 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1987, poz. 27)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA" 1987,

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,50 Nak{. 2500 + 40 Zam. 1248/87

Cena zt 45,00




2 BN-87/3375-32/23

Tablica |, Wymiary obudowy CE 30

Weorni :
Symbol ymiary, mm Symbol Wymiary, mm
wymiaru 1 wymiaru .
min nom max min nom ma x
A 4,06 = 4,83 I_.,1 2,16 - 2,92
b 0, 64 - 0,89 L 12,7 - -
b1 1,22 - 1, 40 L, 7,62 - 8,89
c 0, 38 = 0, 43 Bp 3,58 s 3,63
‘D t4,61 - 15,88 Q 2,54 - 3,05
e 2,03 = 3,05 P4 1, 02 - 1, 52
X 4, 57 - 5, 64 E 10, 03 - 10, 41
F - 1,27 - E1 9,20 - 9, 40
H1 5,97 - 6,73 E2 7,62 - 8,13
ek
5, Badania w grupie A, B, CiD-wg BN—-—BO/3375— 32/00 d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametréw elek-
p. 5.1. trycznych w temperaturze ta'mb = 1000C (poziom 11

i 1IV) wg tabl, 4

6, Wymagania szczegdtowe do badan grupy A, B, C i D:

e) badanie podgrupy B, C i D wg tabl, 5,
a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiaréw A, b |

f) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-
b,, D, e - w odlegtosci 6,45 + 6,50 mm od obudowy wg
1 daniach grupy B, C i D wg tabl, 6,
rys, 1itabl, 1,

g) wartoéé AGL dla jakoéci podstawowej w badaniu C2 -

b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podstawowych pa-

4,0%, w badaniu C4 - 2,5%.

rametrow elektrycznych wg tabl, 2,

c) badania podagrupy A3 - sprawdzenie drugorzednych
parametréw elektrycznych wg tabl, 3 7. Pozostalte postanowienia - wg BN-80/3375-32/00.

Tablica 2, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom 1, 111, 1\V)

Wartosci graniczne
Oznaczenie |Metoda po- o
Lp,| literowe miaru wg Warunki pomiaru nostka' BDP 279 BDP 281 BDP 283 BDfF 285
parametru PN-74/
T-01504 min max min max min max min max
1 2 3 4 5 6 A 8 9 10 11 12 13
=20V _ . - = -
1 ICEO ark, 09 UCEO - 1 1
= 40 V mA = i - - = 1 - -
UCEO -
= - - - - - - - 1
UCEO 60 Vv
2 (U | p. 6 rys, 2|1, =100mA, I =0 v, 25 - 30 - 50 . 70 "
(BR)CEO C ' B
3 |U ark, 04 |I_.=1mA, I, =0 \Vj 3 - 5 - 5 = 5 -
‘(BR)EBO E I o ‘
4 \n, " ark, 08 |U_._. =4v, I.=1A 25 - _ - - - - -
21E . CE I
UCE = 4\ IC =2 A - - - - - - 30 200
= — - - - - 30 200 = =
UCE =4\, IC—Z,SA
Uep =4v, Io=3A - - 30 | 200 | - - - s
1) _
5 . 6 rys, 2 =0,1 R__=100Q V) 3Q - 40 o 60 - 80O ”
U(BR)CER ¢ g I » LAy Spp
6 ark, 09 = - 250 - 100 > ) ” s
ICER UCE'R S0
= \/ A i - - - - 100 e =
UC‘ER 50 B
=70V - - - - - - - 100
\ UCER

l 1) Pomiar impulsowy: t;, < 300 ps; d < 2%
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Rys. 2. Metoda pomiaru napieé przebicia kolektor-emiter U(BR) CEO i U(BRJ CER
a) podstawowy uktad pomiarowy, b) oscylogram napieé przebicia
Tablica 3, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom I, 1lI, l_V)
B Rl e Wartoséci graniczne
Oznaczenie . .
. miaru wg . ) Jed-
Lp.|literowe Warunki pomiaru BDP 279 BDP 281 BDP 283 BDP 285
ey PN-74/ nostka
P T-01504 _ 1 - . .
min max min max min max min max
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1" 12 13
1 - - - - - % . - -
1 UCEsat ark, 06 IC 1 A, =0,1A 1
I.=2 A, =0,2A - - - - - - - 1
[.=2,5A, I;=0,25A - - - - - 1 - -
I.=3A, =0,3 A - - - 1 - " " v
] 1) b ™ - - - - - - -
2 LBEsat ark, 06 IC"I A, 0,1 A 1,8
ln=2A, 2N = = = - * = - |8
VvV
IC=2,5A, IB=0,25A - = - - - 1,8 - -
IC—:»A, =0,3A - - - 1,8 - - - -
- =0
347 ark, 24 UCE ol JlrC W8 A MHz 3 - 4 - 4 - 4 -
T f=1MHz
4 1Crpo ark. 22 |Usp =10 v, f=1MHz pF - 250 - 250 - 250 - 250
4) fPomiar impulsowy t, <300 ps; d <29
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Tabiica 4, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom 111 i 1\V)

Wartosci graniczne
: Metoda po-
gznaczenie | miaru wg el BDP 283 | BDP 285
; i i BDP 279 BDP 281
literowe PN.74/ Warunki pomiaru nostka D
parametru T_01504 i
-5 min max min max | min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U = = - = 2 - - - -—
t =100°C,U .. =50V| mA = - - - - 2 = -
amb »“CEO
RBE=1009.= Ucgo =70V - - . = - - - 2
Tablica 5, Wymagania szczegdtowe do badaih grupy B, C i D
Podgrupa . . . P
Lp. P Rodzaj badan Wymagania szczegotowe
badan
1 2 3 4
1 B1, Ci sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej préba Ub , metoda 2; 5 N 3 cykle, prdba Um )
wyprowadzeh 10 N
sprawdzenie szczelnosci préba Q,‘
2 B3 sprawdzenie wytrzymatoéci na spadki swobod- | potoZenie tranzystora w czasie spadania wypro-
ne wadzeniami do géry
3 B41i C4 sprawdzenie wytrzymatoséci na udary wielo- mocowanie za obudowe
krotne
4 B6i C6 sprawdzenie odpornoéci na narazenia elek-— wdg PN-'?S/T-O'ISIS p. 5.3,22 tabl, 5; metoda
tryczne badania
o
uktad OB; t,;,p =25C
BDF 279
=17.5 \/= = 100 mA
UCE ’ ' irC‘
BDP 281
U =21 V; =
BDOP 283
UCE=35V; IC=50mA_
BDP 285
5 C3 sprawdzenie masy 2 G
6 C4 sprawdzenie wytrzymatosci na przy$pieszenie | kierunek probierczy:
state obydwa kierunki wzdtuz osi wyprowadzer, moco-
wanie za obudowe
sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielo-
krotne
mocowanie za obudowe
sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o sta-
tej czestotliwosci
o
7 C5 sprawdzenie wytrzymatosci na ciepto lutowa- temperatura kapieli 350 C
nia
8 C10 sprawdzenie wymiardw wg rys, 11 tabl, 1
9 D1 (poziom 111 sprawdzenie odpornosci na niskie cisnienie temperatura narazenia ZSOC
i Vv) atmosferyczne
10 D2 sprawdzenie wytrzymatosci na rozpuszczalniki | alkohol etylowy, aceton
11 D3 sprawdzenie palnosci palnosé zewngtrzna
12 D4 (poziom -ja.. sprawdzenie wytrzymatoéci na pleénh brak porostu plesni po badaniu
kosci Il i 1V)
13 D5 (poziom ja- sprawdzenie wytrzymatoéci na mgte solna potozenie tranzystora dowolne
kosgci 1 i 1V)




BN-87/3375-32/23 5

Tablica 6, Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, Ci D

{poziom I, 111 i V)

Oznacze{Metoda Wartoéci graniczne
nie lite- [pomiaru Jed
Lp.|Jrowe wg Warunki pomiaru Podgrupa badan - BDP 279 | BDP 281 BDP 283 BDP 285
nostka
para- PN-74/
metru T-01504 min | max |min { max | min { max { min | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14
1 ICER ark. 09 3ov | B, B3, B4, B5 - | 250| - |100]| - - " -
—t C1, C2, C3, 044)
50V | C5, C7, C9, D} pA | - - - - - f100 | - =
IB =0 70V - - - - - - - 100
3o0v | B6, Ce, C8 - l1200| - |s00]| - - - -
——-——-—J-
Rpg=1009U, =50 v pAl =l = F « [T =]« |88} =] =
70 V - - | - o " - - | 500
1)
30V c2 s 5 . 2 - - - -
50 V mA = = = i - 2 - .
70V - - - - - = = 2
2 hzm")' ark, 08 1A B1, B3, B4, B5 25 - - - - = - -
C1, C2, C3, C4
2 A cs, C7, C9, D1 ) - - - | = - " 30 | 200
2,5A N % = - | 30 f200 | - -
3A - - 30 200 - - - -
Upg=4V, Ig= 1 A | 86, C6, C8 20| - - R . = -
2,0 A o« m] =l ] e ]= 23 | 250
2,5 A - | = " - |23 |250 | - =
3 A - - 23 | 250 - - - -
1a | c2V ol - -1 -1 -1-1-.1] -
2 A - - - - - - 15 -
2,5A - - - - 15 - - -
3A = - 15 . - " - -
4) W czasie badania.
KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATK OWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Nauk owo—Produk— PN-78/T-01515 Elementy pdtprzewodnikowe, Ogdlne wy-
cyjne Centrum Pdétprzewodnikéw Fabryka Péiprzewodnikéw magania i badania
TEWA, Warszawa, BN-80/3375-32/00 Elementy pétprzewodnikowe, Tranzy-

story mocy matej czestotliwosci, Wymagania i badania,

; Postanowienia ogdline
2, Normy zwiazane

PN-?4/T—01504/04 Tranzystory, Pomiar napigeé przebicia

U i U
(BR)CBO (BR)EBO 3. Symbo! KTM wyrobu:

PN-74/T-01504/06 Tranzystory, Pomiar napieé nasycania BDP 279 - 1156231301003

Ucg sat i Ugpsat metoda impulsowa BDP 281 - 1156231303005

PN-74/T-01504/08 Tranzystory, Pomiar h 21E metoda BDP 283 - 1156231305005
impulsowa BDP 285 - 1156231307009

PN-75/T-01504/09 Tranzystory, Fomiar pradéw resztko-

& :
wye ICER’ ICES" ICEV i pradu zerowego

ICEO 4, Wartosci dopuszczalne - wg tabl, 1-1 i rys, I-1,
PN-74/T-01504/22 Tranzystory, Pomiar pojemnosci

CCBO i CEBO
PN-74/T-01504/24 Tranzystory, Pomiar modutu hZTe ]

w zakresie w,cz, i czestotliwosci jT 5, Dane charakterystyczne - wg tabl, 1-2 i rys, 1-2:1.-8,

Tablica I-1, Wartosci dopuszczalne

tamp= 28 C

; Wartosci dopuszczalne
Oznaczenie Jed-
Lp. o Nazwa parametru ‘ -
g * BDP 279| BDP 281 BDP 283 | BDP 285
1 i 2 3 4 5 6 7 B8
1 UCBO napiecie kolektor-baza przy IE = 0 v 30 40 60 80
2 L’CER napiecie kolektor-emiter przy Y 30 40 60 80
RBE = 100
3 UC‘EO napiecie kolektor-emiter przy IB = \Y 25 30 50 70
4 UEBO napiecie emiter-baza przy IC =0 AV 3 5 5 5
o
5 IC prad kolektora przy T = 100 C A 74 7 7 7
o
6|1, prad bazy przy t.,., < 125C A 3 3 3 3
71 Piot | catkowita moc wejsciowa t. .. < 25°c w 40 40 40 40
(stata lub érednia) na
wszystkich elektrodach case < IOOOC W 16 16 16 16
o
tambS‘_ZSC w 1,8 1,8 1,8 1,8
o
8 |t temperatura ztacza C 150 150 150 150
o
9 |tymb temperatura otoczenia w czasie pracy C -40 2 100 |-40 £+ 100 |-40 5 100 | -40 =z 100
10 | Lgyg temperatura przechowywania “c -40 &+ +155-40:+ 155§-40 £+ +155}| -40=+155
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Tablica 1-2, Dane charakterystyczne
0
tamb_ G
]
Typ
L
- Oznaczenie Nazwa Warunki pc:)mlar‘u Jed- BDP 279 BDP 281 BDP 283 BDP 285
parametru parametru tamb = 25°C nostkd
minttyp jmax | min|typ [max|min|typ {max|min|typ jmax
1 2 3 4 5 6 7 18 S |10 11123713 |14 |15 ] 16 ] 17
1|1 prad r‘eszt\— 0 8] =30V _ 150i250]| - 1 100!l - - = ” - s
CER B CER
kowy kolek- o~
tora Il
= V Al - - - - - - - 1 100 - - -
.:.E3 UC'ER 50 1!
= | % vV 00
o = 70 = = e - = % = - - - 111
2 UCER
0 ]
ol gUCER.:SOV - - 15,000 - | - |2,00] - | - | ol o |
= 2o
by UC,ER=50VmA_.._-_--—2——-
E
w U 70 V 2,00
CER - !
2 ICEO prad zero- oo UCEO=20V - lo,5 1 - 0,1 1 - - - - - -
wy kolekto- ) :
ra o U =40V| mA 0,1] 1
CEO - I R T N N I -
o
& U = 60 V 0,1 1
“u CEO - - - B - B B - B i
3 U i i = \/ - - - - - - & =
(BR)EBO napigcie IE 1 mA 3 5 5 5
przebicia
emiter-ba-
za
1) o :
4 =0,1A vV |2 28] -] 30| 45| - | 50160 )| -{| 70] 80| -
U(BR)CEO naplgc?lt? IC , 1 5 5 5
przebicia
pomiedzy IB =0
kolektor—
—-emiter
5 U(BR) ") napiecie 1 =0,1A v 30 38 - | 40| 50| - | 60} 70 - 80| 90| -
CER przebicia
kolektor- =
o e_ tor RBE 100Q
-emiter
6 hZ‘Ieﬂ statyczny IC =1A 25 ~ -} =] «| - - = -y =] - ”
wspotczyn- U =4V
nik wamoc-— CE
S I =2 A - - - - - - - - -| 301 -1200
nienia pra- c=
dowego
IC=2,5A - - - - - - 130} - |200| - - -
l.=3A -1 -1 -130) -f200 -} -1} -| -} -] -
I.=7A 2,3 -| ~-12,3}f -] - ]2,3] - ~12,3] -| -
4 . .
7 UC’Esat ') nap:gme‘ I_=1A; I_=0,1A - - 1 - - - - - - - - -
nasycenia C B
kolektor- -
-emiter IC*ZA; IB'—-O,ZA _ _ _ - _ - - - - - - 1
IC—Z,SA IB=0,25A \Z = = 2 = - = = = 1 - = -
I'C =3 A I =0,3 A - - - - - 1 - - - - — -
I.=7% Io=3A; - -l35] - -|358] -] - 135} -| -13,5
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cd, tabl, 1-2
Typ
L, Oznaczenie Nazwa Warunki poromar‘u Jed- BDP 279 B8DP 281 8DP 283 BDP 285
parametru parametru Lyimb = 267C nostka
minjtyp {max|min| typ |[max|min|typ |max |min {typ imax
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 101 1 12113114 115 |16 | 17
1 ot =
8 UBEsat naplgcte‘ IC=‘|A; I =0,1A _ - |1,8} - _ _ _ _ _ B _ _
nasycenia 5
baza-emiter 1.8
IC=2A', IB=0,2A - - - - - - - - - - - "
\
I.=2,5A I;=0,25A - Y=l l={=0= §= |%® -1 =g~
[.=3A; I,=0,3A - -t -1 -1-1e-1-1-|-1-1-
9 |U 1) napiecie 1 =1A - - ¥ 81 - o ] m | - = - | & | = =
— baza-emiter|UJ =4\ ¢
CE~
= - - - - - - - - - - - 11,5
IC 2 A
IC—Z,SAV*---—-—--M.S——-
IC=3A - | =] =] =]=18l= 1l a«] <} =|:=-
N\
- - = 3 - - 3 - - 3 - - 3
IC 7 A
10 lhote zwarciowy |1, =0,5 A, U, =4V, - |20 | - | -|20|- |- [20 ]|~ | -]z20| - |-
wspo{CZyn__ .
nik przeno-
szenia pra- f =50 kHz
dowego
11 fT czestotli- I =0,5A, UC =4\, MHz | 3 z, &= 4 1 - i 4 |- - 4 | - =
wosé gra-
niczna f =1MHz
12 CCBO pojemnosE UCB—H) Vv, ]‘=1MHz pF | - - | 250] - - {250 - - 250| - - {250
kolektor-
-baza
13 [Rypi e rezystancja {I =1 A UCB—wv, - - B2y - | - Bi2s - |- B1251 - | - 3125
termiczna -
ztacze~obu- t =10 s &
dowa c/w
= 8 2 — ;
Ripj-a ztgcze oto- I.=180mA; Uy =10V - =~ |20 = |= {70 )= |= j7O)] = | = |70
czenie :
1)Pomiar‘ impulsowy t,p' < 0, 3 ms; d < 2%.
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Napigce migdzy kolektorem a emiterem (V) Llos¢ cykli termicznych
[BN=87/3375-32/23-]-1] (BN-87/3375-32/23-1-3)
Rys. I-1, Dopuszczaliny obszar pracy Rys, 1-3, Maksymalnie dopuszczalna ilosé¢ cykli termicz-
nych w wyniku grzania moca elektryczna
s N
(4
(%) 5 & /
b N q&)r
100 =y I * ¥
g
S \\ ~NLs o 5 I l
g 75 Za.
< N s >
% S A : L]
S 2N ~ Q
2 SN
g 50 2 S “g_
ol e & 1)
1
g N
< 25 AN /
= N / / /
0 _ ut] Z //
0 25 50 75 100 125 150 175 Lyee (%) 0 02 04 06 048 7 12 14 16
O TR Napiecie baza — emiter Uge (V)
[BN-87/3375-32/23-1-4]
Rys. 1-2, Dopuszczalny zakres % wartoéci pradu w funkcji Rys. 1-4, Typowe charakterystyki wejéciowe

temperatury obudowy tranzystora

5 T T 0
3 —T | g fcusE=25C
Vg 150 mA -
Pl .
= / J 100 mA
N L N 5
SEvA X3
§3 [ 50 mA e -ﬁ”_
< e
s 'A
= : 20 mA
N !.i :
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7_r/
i 7 4 ) & 16 12 4 16

Napigcte rmigdzy kolektorem a emiterem Use (V)

[BN-87/3375-32[23-1-5]

Rys, 1-5, Typowe charakterystyki wyjsSciowe
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Napigcie baza ~ emiter Uy, (V) Prad kolektora Jr ()
BN-87/3375-32/23-1-§ [BN-87/3375-32(23-1-7)
Rys. 1-6., Typowa charakterystyka przej$ciowa Rys. |-7, Typowa charakterystyka czestotliwosci granicz-
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Rys.

1-8, Typowa charakterystyka statycznego wspdiczynnika wzmochienia pradowego w funkcji pradu kolektora



